
1. Selvita lyhyesti (max. 2...4 lausetta + mahdollinen kuva), mitä seuraavilla termeillä tarkoitetaan
- FZ-menetelmä
- Darlin gton-transistori

- PT rakenne
- NTC-vastus
- liihivaikutus.

2. Esittele IGBT :n rakenne, toimintape naate ja ominaisuudet.

3. Selvitä, mitä vaikeuksia on puolijohdetehokomponenttien rinnankytkennässä ja mitä menetelmiä
on käytettiivissä niiden voittamiseen. Miten diodien sekä MOSFET- ja IGBT-transistorien
ominai suudet vaikuttavat niiden toimintaan rinnankytkennässä?

4. Eräåin laitteen hakkuriteholiihteen tehopuolijohteiden jäähdltttkniseksi luonnollisella tuuletuk-
sella on aiottu muotoilla laitteen takaseinä oheisen kuvan mukaiseksi rivoitukseksi (vain yhden
komponentin osuus esiteffy). Kuinka suuri saa komponentin häviöteho korkeintaan o1la, kun ta-
kaseinåin sisåipinnan l?impötila ei saa ylittriä 80 "C liimpötilaa ulkoiåimpötilan oliessa 50 "C? Käy-

täkaavaaÄth = ll,7 A4'7 Pf'tt jossa R16 on l?impövastus, yksikkö K/W, A onptnta-ala neliö-
desimetreissä ja Ps häviöteho watteina. Tehtävässä oletetaan, että laitteen sisäIlä ei ilma kierrä.

Takaseinän
korkeus 60 mm

5-81.3 120 Tehoelektroniikan komponentit
Tentti 10.3.2008, kello 13 ... 16, sali Sl

Papereihin
- sukunimi ja etunimet
- opiskelijanumero
- koulutusohjelma.

Kolmea tyristori/diodi -moduulia SKKH
kolmivaiheisessa tasasuuntaajasillassa.
lämpövastuksen Ä6,1r-u'y oltava, jotta silta
låimpötilan ollessa 65 "C?

J. Niiranen 1 (5)

Tentissä sallitut apuvälineet
- lqmät, kumit jne.
- taskulaskin
- lukion kaavakokoelma tms. + Laplace taulut

42ll6E (datalehti oheisena) kiiytettiiin allaolevasaa
Mikä on moduulien yhteisen jä:ihdyryselementin

kykenisi syöttiimiiiin 80 A tasavinan jiifidytysilman

5.
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Irnus = 75 A (maxlmum value tor continuous operation)

SKKT 42lO8E SKKT 42BO8E SKKH 4AO8E
SKKT 42fi2E SKKT 42812E SKKH 4U12E
SKKT 42l14E SKKT 42814E SKKH 4414E
SKKT 42116E SKKT 42816E SKKH 4U16E
SKKT 42118E SKKT 42818E SKKH 42118E

Symbol
Itnv
lp

Inus

Condit ions .
s in.  180; Tc = 85 ( '100) "C
P3/180; T" = 45 "C; 82 /  86
P3/1 80F; Ta = 35 'C, 82 /86
P3/180F; Ta = 35 "C; W1 /  W3

,Values,,,,
40 (28 )
50/60
85/110

110/3"85

Units

lrsv

i2t

Tr i= 25 "C; 10 ms
Tyl  = 125 "C; 10 ms
Tvt=25 'C; 8,3 " '  10 ms
Tu; = 125'C; 8,3 . . .  10 ms

1 000
ö5U

5000
3600

A
A

A2s
A2s

VT(TO)

l'1

looi  Ino

Tvi= 25 "C; 11= 200 A
Tvi  = 125 "C
Ty; = 125 "C
Tui= 125 'C; Vno = VnRui Voo = Vonn

max. 1,95
't

4,5
max. 15
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Tyi= 25 oC; 16 = 1 A; die/dt = 1 A/!ts

Vo=0,67*Vonur

1
z

lr-
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lp
lL

(di/dt)c,
(dv/dt).,

Tu1 = 125 "C
Tvj = 125 "C
Tu; = 125 "C
1, j= 25 "C; tYP'  /  max.
Tui = 25 'C; Ro = 33 O; tYP. / max.

max. 150
max. 1000

80
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300 / 600

A/ps
v/us
us
MA
MA

VGT

lor
Veo
leo

Tri= 25 "C; d.c.
Tr i= 25 "C; d.c.
T, i= 125 "C; d.c.
Tvi = '1 25 'C; d.c.

min.3
min.  150
max. 0,25

max. 6

MA

MA

Rt'(j-")

Rtn0-c)

Rtn(j-.)

Rtr(c-s)
T,v l

Tstq

cont.; per thyristor / Per module
sin.  180; per thyr istor /  Per module
rec. 120; per thyristor / Per module
per thyristor / Per module

0,65 /  0,33
0,69 /  0;35
0,7310,37

0,2 |  0,1
- 40 ... + 125
- 40 ... + 125

l(w
r(w
t(w
r(w
oc

v isol

Ms
Mt

m

a. c.  50 Hz; r .m.s. ;  1 s /  1 min.
to heatsink
to terminals

approx.

3600 / 3000
5r15%r)
3+15%
5 .  9,81

95

Nm
Nm
m/s2

s
Case SKKT

SKKT.. .B
SKKH

446
448
447

ihrougl't aluminium
isolated metal

joints for hi$h

fite no. E 63 532

5i,mäcfrine toots;
f söf! starters

rä cöntrol
ii öhemicäl

light dimm!ng

assembly instructions
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Fig. 9 Gate trigger characteristics

Dimensions in mm

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. No warranty or guarantee

implied is made regarding delivery, per{ormance or suitabil ity.
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